ANALOG TUMDEVRELER

GRUP 1-ODEV 1

Sekildeki band aralig1 referansi devresinde R, = m.Rg, T, tranzistorunun emetor kesit alani T
tranzistorunun emetor kesit alaninin n katidir.
a- Vier gerilimini veren bagintiy1 ¢ikartiniz.

b- T, tranzistorundan akan akim 100 HA, m = n= 2 olacaktir. R;, R, diren¢lerinin degerini ve
Ve gerilimini hesaplaymiz.

(GVBE/GT = -2.51’1’1V/OC . OVT/GT = OOSSmV/OC , VT= 261’1’1V)

c)

d)

SPICE simiilasyon programi yardimiyla; Devrenin calisip calismadigini arastiriniz.
Uygun bir besleme gerilimi seg¢iniz, c¢alisma noktasim1 hesaplatiniz. Islemsel
kuvvetlendirici i¢in A 741 islemsel kuvvetlendiricisi makromodeli kullanilacaktir.
Vier geriliminin sicaklikla degisimini ¢ikartiniz. Bunun i¢in sicakligi belli araliklarla
degistirerek ¢ikis geriliminin sicaklikla nasil degistigini arastiriniz.

Elde ettiginiz sonuglardan yararlanarak devrenin ¢ikis geriliminin sicaklik katsayisini
belirleyiniz.

Elde ettiginiz sonuglar1 yorumlaymiz, tasarim hedeflerinize ulasip ulasamadiginizi
arastiriniz.
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GRUP 2-ODEV 1

Sekildeki band araligi referanst devresinde T, tranzistorunun emetor kesit alani T,
tranzistorunun kesit alaninin m katidir.

a- Vs geriliminin veren bagintiyr yaziniz.

b- R, =9R3 , m = 2 olarak verilmistir. Oda sicakliginda sicaklik katsayisini sifir yapmak i¢in
gereken R;/R; oramint bulunuz. (0Vgs/dT = -2.5mV/ °C, aV/0T = 0.085mV/ °C).

c- R3 = 100 Ohm olarak verildigine gore, R; ve R, direnclerini ve Vs gerilimini hesaplayiniz
(Vr=26mV).

d)

e)
f)

g)

SPICE simiilasyon programi yardimiyla; Devrenin c¢alisip calismadigini arastiriniz.
Uygun bir besleme gerilimi seg¢iniz, c¢alisma noktasim1 hesaplatiniz. Islemsel
kuvvetlendirici i¢in A 741 islemsel kuvvetlendiricisi makromodeli kullanilacaktir.
Vier geriliminin sicaklikla degisimini ¢ikartiniz. Bunun ig¢in sicakligi belli araliklarla
degistirerek ¢ikis geriliminin sicaklikla nasil degistigini arastiriniz.

Elde ettiginiz sonuglardan yararlanarak devrenin ¢ikis geriliminin sicaklik katsayisini
belirleyiniz.

Elde ettiginiz sonuglar1 yorumlaymiz, tasarim hedeflerinize ulasip ulasamadiginizi
arastiriniz.
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VERILECEK TUM ODEVLER iCiN .
SPICE BJT MODEL PARAMETRELERI

npn tranzistorlar icin;

1S=5.24x10"°A BF=384 BR=2.4 NF=1.06 VAF=79.5V IKF=0.025A
ISE=8.3x10"*A NE=1.94 NR=1.005 VAR=9.64V IKR=1.85x10"
‘A NC=1.22 ISC=7.5x10""A

pnp tranzistorlar icin;

1S=6.2x10"°A BF=98 BR=1.005 NF=1.155 VAF=50.3V
IKF=9.15x10"'A ISE=2.55x10"°A NE=1.46 NR=1.03
VAR=12.2V IKR=3.86x10°A NC=1.22 ISC=1.35x10"A

V1 =26mV alinacaktir.



